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(57)AbsMct; A thin-layer Ught-^mit* • 
ting diode chip (5) compn^g a sequence 
bf epitaxial layers (6) which are arranged 
on a carrier element (2) arid which are 
provided with p active area (S) producing 
clecUomagRetic radiation, in addition to 
a leHecting layer (3) which is airanj^ 
011^ a main suifaice: of the sequence of 
ej|»taxial layers (5) oriented towanis the 
carrier element (2) and which reflects 
at least one part of the electromagnetic 
radiation produced in the sequence of 
eptaxial layer (6) back to said layer, 
wherran a structured layer. (1) is arranged 
on a. radiation decoupling surfiBce (7) of 
the ep^al layer facing away from the carrier element (2), said stnictiized layiercbhtainihg glass material aiki being pinovlded with 
stnictoring which comprise projections (5) whidi are t^red in the direction of the radiation decoupling sor&ce (7) and which 
have a lateral grid size which is smaller than the wavelength of electromagnetic radiation emitted from the sequence of epitaxial 
layers (6); The structured layer (1) is advantageously applied as spin-on glass and is stroctured by grey tone litiiography. 

(57); Zusammenfassung: Es wild ein Dtinnschicht-Leuchtdibdenchip (5) mit einer auf cincm Ti^erclement (2) angcordneten Epi- 
taxieschichtenfolge (6), die eine elektromagnetische Stiahlung erzeugende aktive Zone (8) aufweisl, und einer an einer zu dem 
Trilgerelement (2) bin gewandten HaupiflSche der Epilaxicschichtcnfolge (6) angeordneteh reflektierenden Schicht (3), die zumin- 
dest dnen Teil der in d^Bpitaxieschichtenfolge (6) erzeogten elektromagnetischoi Strahlung in diese ztuUckieflektiert. beanspmcht, 
bei dem auf einer vom Trdgerelement (2) abgewandten StrahlungsaoskoppeUl^he (7) der Jj^taxieschichteiifdlge (6) eine strukm- 
rierte Schicht (1) angeordnet ist, die ein Glasmaterial entfaSIt und dne Strukturienmg aofWdst, die nebeneinanderiiegende. sich in 
Richtung von der Strahlungsauskoppelflache (7) weg veqilngende Vorsprili^ (5) umfsSt, di^ dh laterales RastennaB Idetiier a)s 
eine WellenlSnge dner aus der Epitaxieschichtenfolge (6) emitti^ten eldctromagnetischoi Strahlung aufweisen. Die striikturierte 
Schicht (1) win) voitdlhait als Spin>on-Glas asf gebxacht und durch Grautonlithographie struktuneit 
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